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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Comité d’Etudes n® 47 de la CELl: Dispositifs a
semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

47(BC)1097 47(BC)1176

information sur le vote

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne t
ayant abouti a I'approbation de cet amendement.
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CHAPITRE Il - VALEURS LIMITES ET C

ot maximale (tempé-

case)

TYPES

2.2.1 ipatiogn de P ance totale maximale (P,,max) dans la

Soit:

2.2.1.1 Courbe de P, max en fonction de la température de + + +

fonctionnement (T, ,ou T_._ ),

soit (pour les transistors a effet de champ MOS de puissance
uniquement):

2.2.1.2 a) Température virtuelle maximale de canal (ijmax), et + +

2.2.1.2 b) Valeur limite absolue de la dissipation de puissance totale
(Pt abs).

ot

NOTE - Quand Tv-max et P, otabs sont spécifiées, il convient de spécifier égale-
ment Ry, et, s'ity d'liey, Zy, {voir les paragraphes applicables de l'article 3).
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor
devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

47(C0)1097 47(C0)1176

Full information on the voting for the approval of this amendmen
Voting Report indicated in the above table.

Page 27

(Tymb OF 7, )

case

TYPES
A B C

2.2.1 Maxim ipation (P, max) over the specified
range of op eratirés (ambient or case). Any special
requiremen and/or mounting shall be stated.
Either:
2.2.1.1 A curve showing P, max as a function of operating tempera- + + +
ture (Tamb or T .o ),
or (for power MOSFET only):
2.2.1.2 a) Maximum virtual channel temperature (ijmax), and + +
2.2.1.2 b) Absolute limiting value of total power dissipation (Pmabs). + +

NOTE - When T, max and P, abs are specified R, and, where appropriate,

Zth should also be specified (see the relevant subclauses in clause 3).
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TYPES

2.2.2 Pour les transistors a effet de champ MOS de puissance
uniquement:

Valeur de pointe maximale de la dissipation de puissance totale
(Piom Max).

Courbe de P, ,,, max (s’il y a lieu).

2.2.3 Pour les transistors & effet de champ MOS de puissa
uniquement:

conditions d’impulsions spécifiées.
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Paragraphe 2.3.6, remplacer le t¢

2.3.6 Courant de drain

2.3.6.1 Couragnt de dre ‘
2.3.6.2 Po@ ot de champ MOS de puissance

uniquement:

2.3.8 Courant direct de la diode inverse (pour les transistors a effet
de champ MOS de puissance) dans les applications suivantes:

amplificateur basse fréquence

transistor de commutation

découpeur

amplificateur courant continu au niveau bas.

2.3.8.1 Courant continu maximal de source (IS(B))

2.3.8.2 Valeur de pointe maximale du courant de source (ISM(B)),
dans des conditions d’impulsions spécifiées.

ouveau texte suivant:

TYPES

A

B

TYPES




	
	
	
	

